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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Verfahren 2ur Herstellung von elektronischen Strukturen 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Herstel- g ^ 

lung von Schaltkreisstrukturen vorzuschlagen, bel dam 
insbesondere Polymere in Form von leitenden, halblei- 
tenden und isolierenden Schichten strukturiert aufge- 
bracht werden, wobei eine Justage der Ebenen moglich 
ist. ErfindungsgemaR wird diese Aufgabe gelost, indem 
eine isolierende und/oder halbleitende und/oder leitfahi- 
ge Schicht entsprechend der zu erzielenden elektroni- 
schen Struktur mittels Plotter auf ein Substrat aufge- 
bracht wird. Die aufgebrachten Substanzen liegen dabei 
in flussiger oder geloster Form oder als Suspension vor. 
AnschlieGend werden die aufgebrachten Substanzen 
durch Tempern oder Trocknen vertestigt. Nachfolgend 
werden, wahlweise mehrfach wiederholt, isolierende 
und/oder halbleitende und/oder leitfahige Schichten ent- 
sprechend der zu erzielenden elektronischen Struktur 
durch Plotten, Aufspruhen, Aufschleudern oder Aufstrei- 
chen aufgebracht und die jeweils aufgebrachte Schicht 
durch Tempern oder Trocknen verfcstigt. AnschlieBend 
wird die aufgebrachte elektronische Struktur mit einer 
isolierenden Schicht versiegelt und in ubiicher Welse kon- 
taktiert und komplettiert. 
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Die Erfindung beziehi sich auf ein Verfahren zur Herstel- 
lune von elekironischen Strukiuren. 

Gesenuber herkommlichen Verfahren zur Hersiellung 
von elektronischen Suukturen, insbesondere iniegnerlen 
Schaliungen. z. B. mittels Epitaxie-, Aiz- und Temperpro- 
zessen basierend auf Silizium-Wafem. ist die Anwendung 
der Druckiechnologie von Polymetmatenalien erhcblich 
schneUcr und kosiengunsliger. Dcs wciteren ist diese Tech- 
nologie vielseitiger einsetzbar, da die verwendeten Matena- 
lien nichl solch exiremen Teniperaiuren und Drucken ausge- 
setzl ist wie beispieJsweise bei Epilaxie- und Oxidalionsver- 

^^Sher wurden Polymere zurHersteUung von Schaltkreis- 
strukiuren mittels Siebdruck auf Waferoberflachen gebracht. 
Dies haiie jedoch den Nachieil. daB die erzielien bchichtdik- 
kcn fiir die Hcrstdlung bcispiclswcisc von Transistorcn zu 
groB waren, urn gule elektrische Eigcnschrften zu erhalten. 

Weiierhin besiehl die Mogliclikeit. mil Hilte von Tinien- 
oder Laserstrahldruckem Polymere auf Waferoberflachen 
aufzudnickcn. Bisher isl es jedoch nicht moglich, smikiu- 
riene Schichien in mehreren iibereinanderhegenden Ebenen 
aufzubringen. Dies scheilert an der fehlenden Juslageniog- 
lichkeii. Da inehrere Schichien nur aufgebrachl werden kon- 
nen. wenn eine genugend groBe Trocknungszeit der einze - 
nen Schichien eingehalten wird. ist dies mit Tmtenstrahl- 
oder Laserdruckem nichl moglich. Ist die Trocknungszeit zu 
gering, konuni es zur Vermischung der Schichien, was eine 
Unbrauchbarkeil der Slrukiur zur Folge hatie. 

Aufgabe der Erfindung isl es. ein Verfahren zur Hersiel- 
lung von Schaltkrcisstrukturcn vorzuschlagen. bei dem die 
Nachteile des Standcs der Technik besciiigt werden und ins- 
besondere Polymere in Fonn von leitenden. halbleiienden 
und isolierenden Schichien slrukturiert aufgebrachl werden. 
wobei eine Justage der Ebenen moglich ist. Des weiteren ist 
es Aufgabe der Erfindung, daB das Verfahren derart gestaUei 
isl daB Bauelemente und deren Verbindungen auf flexiblen 
Subsu-aien aufgebrachl werden konnen. Em komplettes 
Aufbringen von Schaltkreislayouis in einer oder mehreren 
Ebenen soil durch erfindungsgeniaBes Verfahren nioglich 
sein Weiierhin ist es Aufgabe der Erfindung. daB Schalt- 
kreise und andere elekironische Bauelemenie auch aus an- 
deren Maierialien als Silicium hergesielli werden konnen. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe gelost. mdem eine 
isolierende und/oder halbleitende und/oder leitfahige 
Schicht enisprechend der zu erzielenden elektronischen 
Sinikiur miiiels Plotter auf ein Subsirai aufgebrachl wird. 
Als Subsu-aie eignen sich sowohl feste als auch flexib e Wa- 
fer Glas, Folic Oder ahnliche. Fomi, GroBe und Dicke des 
Siibslrais spielen dabei eine untergeordneie Rolle Die auf- 
gebrachien Subsianzen liegen dabei in flussiger oder gelo- 
f ler Form oder als Suspension vor. Insbesondere werden xso- 
lierende und/oder halbleitende und/oder leitfahige Polymere 
aufgebrachl. 

AnschlieBend werden die aufgebrachien Subsianzen 
durch Tempem oder Trocknen verfesiigi. Nachfolgend wer- 
den wahlweise mehrfach wiederholi, isolierende und/oder 
halbleitende und/oder leitfahige Schichien enisprechend der 
zu erzielenden elektronischen Suuktur durch Ploiien Aut- 
spriihen, Aufschleudem oder Aufstreichen autgebracht uiid 
(liejeWeilsaufgebrachteSiihichtdurchTenipemoder Trock- 
nen verfesiigt. . . o. i 

AbschlieBend wird die aufgcbrachte elekironische Struk- 
tur mil cincr isohcrcndcn Schichi vcrsicgch und m ublichcr 
Weise koniaktien und konipletiiert. 

Durch dieses Vertahren werden sowohl eleklromsche 
Bauelemenie als auch die Verbindungen einzclner Bauele- 



mente in iniegrienen Schaliungen hergestelU. • 

Die Mcrkmale der Erfindung gehen auBer aus den An- 
spriichen auch aus der Beschreibung und den Zeichnungen 
herx'or. Ausfiihrungsbeispiele der Fjfindung werden iro fol- 
5 genden naher erlauiert. 

Die Zeichnungen zeigen: . 
Fig. 1 bis ?> schemalische DarsteUungen schaliungstahi- 
ger Feldeffekturansisioren 



Beispiel 1 



In diesem Ausfuhrungsbeispiel wird die Hersiellung eines 
schaltungsfahigen Feldeffektiransistors beschneben. 
Fig. 1 zeigi den schemalischen Aufbau eines dcrarugen 
15 Transistors. Zuerst wird ein leitfahiges Polymer dutch Plot- 
ten auf eine Waferoberflache 1 aufgeu-agen und mittels Tem- 
perung verfestigi. Diese leiiende Schichi sielU den Oate- 
Koniakl 2 dcs FcldctTckttransislors dar. AnschlicBcnd cr- 
folgi das Ploilen einer isolierenden Schicht 3 aut das verte- 
20 sligle leitfahige Polymer. Auch die isolierende bchichi 3 
wird mitiels Temperung verfesiigt. Danach ertolgi das PN- 
ten einer halbleiienden Schicht 4 aut die vertesl.gie i^ le- 
rende Schicht und anschlieBendes Verfe^igen der halblev- 
lenden Schichi mittels TemperprozeB. Nachfolgend wild 
25 eine Schichi eines Icilfiihigcn Polymers durch PloUen aufge- 
brachl und durch einen weiicren TemperprozeB verfesugt. 
Diese Schichi beinhalier den Source-Kontakt 5 und den 

Drain-Kontaki 6. . ^ t- ■ u. ^o, 

Zuleizl wild die Slrukiur mit einer m der Figur mchi dar- 
30 gestellien isolierenden Schicht versiegelt und das Bauele- 
ment in QblicherForm kontaktiert. 

Beispiel 2 

In diesem Ausfuhrungsbeispiel wird ebenfalls die Her- 
siellung eines schaltungsfahigen FeUeffektiransislors be- 

wfiTn Fig. 2 dargesiellu wird zuersi ein leitfahiges Poly- 
mer durch Plolten auf eine Waferoberflache 1 aufgetragen 
40 und mittels Temperung verfesugt. Diese leiiende Schicht 
sleUl den Gaie-Kontaki 2 des Feldeffektiransistors dar. An- 
schlieBend erfolgi das Ploilen einer isoWerenden Schichi 3 
auf das verfestigie leitfahige Polymer. Auch die isoherende. 
Schichi 3 wird iniitels Temperung verfesugt Nachfolgend 
45 wird eine Schichi eines leitfahigen Polymers durch Plotlen 
aufgebrachl und durch einen weiteren TemperprozeB verte- 
stigt. Diese Schichi beinhalttt den Source-Kontaki 5 und 
den Drain-Kontaki 6. o u- k. ^ 

Danach erfolgi das Plolten einer halbleiienden Schicht 4 
SO auf die verfestigie isolierende Schichi 3 und auf die den 
Souree-Komakt 5 und den Drain-Kontakt 6 beinhaltende 
Schichi eines leiifahigen Polymers und anschlieBendes Ver- 
fesiigen der halbleiienden Schicht 4 mittels TemperprozeB. 
Zuleizi wird die Slrukiur mil einer in derFigur nichl dar- 
55 gesieUien isolierenden Schicht versiegelt und das Bauele- 
mem in Ublicher Weise komplettien. 

Beispiel 3 

ft) Fig. 1 zeigi schemaiisch den Aufbau eines weiteren schal- 
lungsfahigen Feldeffektiransistors. Zuersi wird ein leitfahi- 
ges Polymer durch Plouen auf eine Wafstoberflacbe 1 aut- 
geiragen und mittels Temperung verfestigi. Diese Schicht 
beinhaliet den Source-Koniakt 5 und den Drain-Kontaki 6 
65 Danach erfolgi das Ploilen cincr halbleiienden Schicht 4 auf 
die verfestigie leiifahige Polymer-Schichi und auf die Wal- 
eroberflache 1 und anschlieBendes Verfestigen der halblei- 
ienden Schichi 4 mittels TemperprozeB. 
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Danach erfolgt das Ploiien einer isolierenden Schichi 3. 
*• Auch die isoHcrendc Schichi 3 wird miucls Tcmpcning vcr- 

fesiigt 

Nachfolgend v,ird einc Schichi eines leitfahigen Poly- 
mers durch Plotien aufgebrachi und durch einen weiiercn 5 
TcmperprozeB verfesiigt. Diese leiiende Schichi steili den 
Gale-Koniakl 2 des Feldeffekliransisiors dar. 

Zuietzt wird die Struklur mil einer isolierenden Schichi 
versiegeU und das Bauelemeni in uWicher Weise koniakiien 
und koniplcuiert. 

In der vorliegenden Erfindung wurde anhand konkreter 
Ausfiihrungsbeispiele ein Verfahren zur Herslellung von 
clekironischen Sirukiurcn erlauiert. Es sei aber vemierkl, 
daB die vorliegende Erfindung nicht auf die Einzelheiien der 
licschreibung in den Ausfiihrungsbeispielen eingeschrankl 15 
isi, da im Rahnien der Patent anspruche Anderungcn und 
Ahwandlungen beansprucht werden. 
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1. Verfahren zur Herslellung von elekironischen 
Sirukturen, dadurch gekennzeichnel, daB 

- isolierende und/oder halbleitende und/oder leii- 
fahige Schichlen nacheinander wahiweise ein- 
oder luehrfach enlsprechcnd der zu erzielendcn 25 
elekironischen Sirukiur durch Ploiien, Aufsprii- 
hen, Aufschleudem oder Aufsireichen auf ein 
Subsiral aufgebrachi und die jeweils aufgebrachte 
Schichi durch Tempem oder Trocknen verfestigi 
wird und ^ 

- abschlieBend die aufgebrachte elekunonische 
Siruktur mil einer isolierenden Schichi, versiegeli 
sowie koniaktiert und komplellierl wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
ncl, daB mindesiens eine Schichi niittels Plotter aufge- ^S 
brae hi wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnei, daB als Substrai sowohl fesie, als auch flexi- 
ble Substrate, insbesondere Wafer, Glas oder Folic. 
Verwendung finden. ^ 

4. Verfaliren nach eineni oder iiiehreren der voriierge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB als 
Schichlen aufgebrachte Subsianzen in fliissiger oder 
gcloster Fonn oder als Suspension aufgeiragen werden. 

5. Verfahren nach einem oder niehreren der vorherge- 45 
henden Anspriiche. dadurch gekennzeichnet, daB als 
Schichlen isolierende und/oder halbleitende und/oder 
Iciit^ihige Polyniere aufgeiragen werden. 

6. Verfahren nach einem oder niehreren der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB elck- SiD 
ironische Baiielemenle und/oder Verbindungen einzel- 
ner Bauelemenie in iniegriericn Schaltungen herge- 
stellt werden. 
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